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安価かつ高効率な深紫外(DUV)発光素子の実現に向けて、我々はスパッタ成膜と face-to-face高

温アニールを組み合わせた sapphire 基板上 AlN テンプレート(FFA Sp-AlN)と、これを用いた

DUV-LED の開発を進めてきた[1,2]。FFA Sp-AlN 上へ有機金属気相成長(MOVPE)法を用いて

AlxGa1−xN を成長させると、らせん成分を有する貫通転位を起点としたヒロック構造が形成され、

表面平坦性が低下することが課題であった。これまでに微傾斜基板の活用[3]やMOVPE成長条件

の最適化[4]によるヒロック構造のサイズ低減を報告してきたが、本研究では AlNのスパッタ成膜

条件の制御により FFA Sp-AlN中のらせん成分を有する貫通転位の低減に成功した。これにより、

DUV-LEDの高効率化を実現したので報告する。 

RFスパッタを用いて、m軸方向へ 0.2ºのオフ角を有する

sapphire(0001)基板上に膜厚 600 nmのAlNを成膜した。成膜

時の基板温度を変化させて複数の試料を作製した。続いて

1600–1700°Cの熱サイクルアニール[5]を36時間施したのち、

MOVPEを用いて膜厚 200 nmのAlNホモエピタキシャル層

と膜厚 300 nmのAl0.70Ga0.30Nを成長させた。Figure 1に、ス

パッタ成膜温度 700°C(Fig. 1(a))および 750°C(Fig. 1(b))のFFA 

Sp-AlN 上に成長させた試料の微分干渉顕微鏡像を示す。ス

パッタ成膜温度の上昇により、ヒロック構造の密度が約

8×104 cm−2から約 4×103 cm−2へと低減した。スパッタ成膜し

た AlN の c 軸配向性が向上し、らせん成分を有する貫通転

位の形成が抑制されたことに起因すると考えられる。続いて、

成膜温度 750°C で作製した FFA Sp-AlN 上に膜厚 1 μm の

Al0.75Ga0.25N:Si電流拡散層とGaN:Mgからなる pコンタクト

層を有するDUV-LED構造を作製し、表面実装型パッケージ

にフリップチップ実装した。Figure 2に、樹脂レンズ形成後

の外部量子効率(EQE)注入電流依存性と EL スペクトルを示

す。ピーク波長 263 nmにおいて EQEmax 8.0%を得た。 
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Fig. 2 EQE of the DUV-LED as a 
function of injected current. The inset 
shows the EL spectrum. 

Fig. 1 Nomarski images of 300-nm-thick 
Al0.70Ga0.30N films grown on FFA Sp-AlN 
templates fabricated with the sputtering 
temperatures of (a) 700°C and (b) 750°C. 
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